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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESONATEURS A QUARTZ - SPECIFICATION
DANS LE SYSTEME CEI D’ASSURANCE DE LA QUALITE
DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES (IECQ)

Partie 1: Spécification générique

AVANT-PROPOS

La CET (Commission Electrotechnique internationale) est une organisation /mon

e de hormalisation

internationales. Leur élaboration est conhée a des comltés détudes
national intéressé par le SUJet tralté peut participer. Les orgamsatl

Dans le but d'encourager lunificat
a appliquer de fagon transparente,
dans leurs normes nationales et r

| s’engagent
es de la CEl
et la norme

La Norme interrations : i omi ’ de la CEl:

fréquence.

a spécification générique dans le Systéme CEIl d’assurance
ants électroniques (IECQ) pour les résonateurs a quarjz.

La CEld 2-) constitue la spécification panticuliére cadre: Agrément de savojr-faire.

La CEl 1178-3-1 constitue la spécification particuliére cadre: Homologation.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote

49(BC)222 49(BC)239



https://iecnorm.com/api/?name=d33ac901c1eb7a1de0059b88e0bcc325

1178-1 © IEC: 1993 -7~

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

QUARTZ CRYSTAL UNITS - A SPECIFICATION
IN THE IEC QUALITY ASSESSMENT SYSTEM
FOR ELECTRONIC COMPONENTS (IECQ)

Part 1: Generic specification

FOREWORD

b with

Bes on
Brly as

hnical

tional
Any
clearly

e 49

This p4
Electroni

ication in the IEC Quality Assesssment System for
or quartz crystal units.

IEC 11] {h jonal specification: Capability approval.

IEC 1178-2- e blank detail specification: Capability approval.

IEC 1178=3formsthesectionat-specitication—Qualiticationapprovat:

IEC 1178-3-1 forms the blank detail specification: Qualification approval.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS Report on Voting

49(C0O)222 48(C0O)239
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Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti & 'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numéro de spécification dans le Systéme CEIl d’assurance de la qualité des composants
¢lectroniques (IECQ).

N
R
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Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification
number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

@%
8
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RESONATEURS A QUARTZ - SPECIFICATION
DANS LE SYSTEME CEI D’ASSURANCE DE LA QUALITE
DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES (IECQ)

Partie 1: Spécification générique

1 Généralités

1. Domaine d'application \
Lal présente partie de la CEl 1178 spécifie les méthode Q ssa' et les\jexigences

Phoyen de
icle 11 de

hite de la
artie de la
igleur. Tout
dés sur la
bliquer les
bres de la

\: Froid

B: Chaleur

sche Camplément A: 1976

CEN68-2-3: 1969: Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essal Ca: Essai
continu de chaleur humide
Amendement 1: 1984

CEIl 68-2-6: 1982, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Fc et guide:
Vibrations (sinusoidales)

Amendement 1: 1983

Amendement 2: 1985

CEl 68-2-7: 1983, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Ga et guide:
Accélération constante
Amendement 1: 1986
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QUARTZ CRYSTAL UNITS - A SPECIFICATION
IN THE IEC QUALITY ASSESSMENT SYSTEM
FOR ELECTRONIC COMPONENTS (IECQ)

Part 1: Generic specification

1 General

1.1 Scope
This part of IEC 1178 specifies the methods of test and general requi

crystal units of assessed quality using either capability approval o
procedufes according to clause 11 of IECQ 001002.

1.2 Ndrmative references

The following normative documents contain provis ons
text, con A

agreemse
applying
of IEC a

IEC 27,
IEC 50,
IEC 68-1:
IEC 68-2

IEC 68-2:2;
Supplement A:

IEC 68-R-3.-1969,

hich,\\through' reference in

this

6 ifions
indicated were valnd AII normative ¢ : i gvision, and partig

s to

estigate the possibility of

bers

state
Amendment 1: 1984

nvironmental testing — Part 2: Tests — Test Ca: Damp heat, sl|eady

IEC 68-2-6: 1982, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Fc and guidance: Vibration

(sinusoidal)
Amendment 1: 1983
Amendment 2: 1985

IEC 68-2-7: 1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ga and guidance: Acceler-

ation, steady state
Amendment 1: 1986
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CE! 68-2-14: 1984, Essais denvironnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai N:
Variations de température
Amendement 1: 1986

CEl 68-2-17: 1978, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Q:
Etanchéité
Amendement 4: 1991

CEIl 68-2-20: 1979, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai T: Soudure
Amendement 2: 1987

CEl 68-2-21: 1983, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai U: Robus-

te]:se-des-sorhes-et-dermsposmfrde-hxauuu
Amendement 1: 1985

CEl 68-2-27: 1987, Essais d’environnement — Deuxieme p
guide: Chocs

ssai Ea et

CEl 68-2-29: 1987, Essais d’environnement —
guide: Secousses

ssai Eb et

CEl 68-2-30: 1980, Essais d’
guide: Essai cyclique de chaleur
Amendement 1: 1985

ssai Db et

Ed: Chute

| 68-2-32: 1975, Essais d’'en

ssai XA et

CEl 302: 1969, Définitions normalisées et méthodes de mesures pour les résonateurs
piézoélectriques de fréquences inférieures a 30 MHz

CEIl 410: 1973, Plans et régles d’échantillonnage pour les contréles par attributs

CEl 444-1: 1984, Mesure des paramétres des quartz piézoélectriques par la technique de
phase nulle dans le circuit en n — Premiere partie: Méthode fondamentale pour la mesure
de la fréquence de résonance et de la résistance de résonance des Qquartz
piézoélectriques par la technique de phase nulle dans le circuit en nt
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IEC 68-2-14: 1984, Environmental testing - Part 2: Tests — Test N: Change of temperature

Amendment 1: 1986

IEC 68-2-17: 1978, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Q: Sealing

Amendment 4: 1991

IEC 68-2-20: 1979, Environmental testing — Part 2: Tests — Test T: Soldering
Amendment 2: 1987

IEC 68-2-21: 1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test U: Robustness of termina-
tions arid integral mounting devices
Amendment 1: 1985

IEC 68-R-27: 1987, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ea\ana Dck

IEC 68-R-29: 1987, Environmental testing — Part 2: Tests E g :Bump

IEC 68-42-30: 1980, Environmental testing — Part2:\Tests Damp
heat, cyclic (12+12-hour cycle)
Amendment 1: 1985

IEC 68-R-32: 1975, Environmental tes - Test Ed: Free fall

ing — Pa

Amendinent 2: 1990

IEC 68-2-45: 1980, En

sion in gleaning @e

IEC 122-1: 1976, Q uits\for frequency control and selection — Part 1: Stan-
dard VEI-. 7
Amend

IEC 128<378Y7 NQuartz\crystal units for frequency control and selection — Part 3: (Stan-

: Tests — Test XA and guidance: Immer-

Amendment 4: 1993

IEC 302: 1969, Standard definitions and methods of measurement for piezoelectric vibra-
tors operating over the frequency range up to 30 MHz

IEC 410: 1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes

IEC 444-1: 1984, Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique
in a n-network — Part 1: Basic method for the measurement of resonance frequency and
resonance resistance of quartz crystal units by zero phase technique in a n-network
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CEl 444-2: 1980, Mesure des paramétres des quartz piézoélectriques par la technique de
phase nulle dans le circuit en n — Deuxiéme partie: Méthode de décalage de phase pour la
mesure de la capacité dynamique des quartz

CEl 444-3: 1986, Mesure des paramétres des quartz piézoélectriques par la technique .
de phase nulle dans le circuit en n ~ Troisiéme partie: Méthode fondamentale pour la
mesure des paramétres a deux péles des résonateurs & quartz a la fréquence jusqu’a

200 MHz par la technique de phase dans le circuit en © avec compensation de la capacité
paraliéle C,

CEl 444-4: 1988, Mesure des paramétres des quartz piézoélectriques par la technique de
phase nulle dans le circuit en © — Quatneme pame Méthode pour la mesure de la

E| 617, Symboles graphiques pour schémas

Fl 1178-2: 1993, Résonateurs a quartz — Spécificatio
g la qualité des composants électroniques (IECQ)
Agrément de savoir-faire

 Ja qualité

la qualité

dtions pour

ples et de

2.1 Ordre de priorité

En cas de divergence pour quelque raison que ce soit, les documents seront classés dans
"ordre de priorité suivant:

- spécification particuliére;
—~ spécification intermédiaire;
— spécification générique;

- tout autre document international (par exemple de la CEl) auquel on fait référence.
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IEC 444-2: 1980, Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique
in a n-network — Part 2: Phase offset method for measurement of motional capacitance of
quartz crystal units

IEC 444-3: 1986, Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique
in a n-network — Part 3: Basic method for the measurement of two-terminal parameters of
quartz crystal units up to 200 MHz by phase technique in a n-network with compensation
of the parallel capacitance C,

IEC 444-4: 1988, Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique
in a n-network — Part 4: Method for the measurement of the Ioad resonance frequency f,,

load resonance re an f, and the ca ation of other de ed va ofquari Vystal
units, up

IEC 61

IEC 11f8-2: 1993, Quartz crystal units — A specification in ali ment
Syste specificatign — Capability
approval

IEC 11 ; gment
System| for Electronic Components (IECQ) — P 3 i0 ocificati ifigation

approval

IEC QG
Compo

Assessment System for Electronic

IEC QCQ
Electroni

¢ IEC Quality Assessment System for

IEC QG

IEC Guij 1 198 2 ponents. Specification structures for quality assess-
ment (( j

18O 10 8 ecommendations for the use of their multiples and of certain
other u

2 Technical

2.1 Order of precedence

Where any discrepancies occur for any reason, documents shall rank in the following
order of precedence:

— the detail specification;
— the sectional specification;
- the generic specification;

— any other international documents (for example of the IEC) to which reference is made.
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Le méme ordre de priorité s'appliquera aux documents nationaux équivalents.

2.2 Unités, symboles et terminologie
2.21 Généralités

Unités, symboles graphiques, symboles littéraux et terminologie doivent, autant que
possible, étre issus des normes suivantes:

- CEl 27,
- CEI 50;
- CEI 617;

— 1SO 1000
Lep paragraphes suivants contiennent la terminologie additive applicable aux<rdsonateurs
a quartz.

2.2.2 Cristal (lame)

dimensions et une

Plaque ou film électriquement ¢ ctet contact avec, ou a proximité dlun cristal,

El¢gment de qua
électrodes.

225 Moe

champ électrique alternatif existg entre les

r & quartz est monté sur son embase.

Enveloppe de résonateur de dimension et de matériau définis avec une méthode de ferme-
ture définie.

2.2.8 Résonateur a quartz

Lame vibrante montée dans une enveloppe fermée.

2.2.9 Support de quartz

Composant dans lequel le résonateur & quartz est enfiché et qui assure sa fixation et ses
connexions électriques.
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The same order of precedence shall apply to equivalent national documents.

2.2 Units, symbols and terminology

2.2.1 General

Units, graphical symbols, letter symbols and terminology shall, wherever possible, be
taken from the following Standards:

- |EC 27;
- |EC 50;
- IEC 617,

IIO 1000.
The follpwing paragraphs contain additional terminology applicable to\quart2 crystalunits.

2.2.2 [Crystal element (crystal blank)

Piezoelg¢ctric material cut to a given geometrical shap
to the crystallographic axes of the crystal.

n with regpect

2.2.3 [Electrode

An electrically conductive plate or filmi
element by means of which an electric fie

ystal

2.2.4 Crystal resonator

A mounted crystal ele
the electrodes.

ountin@

veen

2.2.5

The me ator is supported (within its enclosure).

2.2.6

The en > sting the crystal resonator(s) and mounting.

227

A cryst
sealing.

od of

2.2.8 Crystal unit

A crystal resonator mounted in an enclosure.

2.2.9 Socket

A component into which the crystal unit is inserted to hold the crystal unit and to provide
electrical connection.
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2.2.10 Mode de vibration

Configuration du mouvement des particules élémentaires dans un corps vibrant, résultant
des contraintes appliquées a ce corps, de la fréquence de l'oscillation et des conditions
aux limites. Les modes de vibration les plus courants sont:

— mode de flexion;

— mode d’extension;

- mode de cisaillement plan;

— mode de cisaillement d’épaisseur.

2.2.11 Résonateur & quartz sur le mode fondamental

Relsonateur a quartz dans lequel le résonateur est congu pour fo
fréquence d’'un mode de vibration donné.

laplus basse

2.2.12 Résonateur & quartz sur le mode partiel

RIsonateur a quartz dans lequel le résonateur est ionner sur un ordre

p!

2.2.13  Ordre d’un partiel

Rang des partiels successifs d’ : dans l'ordre des fréquences
crpissantes en commengant par uw ndamental. Pour le| mode de
cisaillement et le mode d'extension, sartiel est égal au quotjent de la
fréquence du partiel par la fréquénce fondame 8, arrondi a I'entier le plus voipin.

Circuit électrique qui 2 8 imp¢ ce’ que le résonateur & quartz dans la zone des
fréquences ~de g et d anti-résonance désirées. Il est représentiI par une
in uctanc@ i ance ew série, cette branche série étant shuntee par une
cgpacité entre o teur. Les paramétres de la branche série,|constituée
¢] : acité et)ld résistance sont exprimés respectivement par L,, C, et
Ri. amé&tres dynamiques» du résonateur & quartz. Lp capacité

paralléle dushu - Iée C, (voir figure 1).

R, est la résistance série du circuit équivalent du résonateur;

X, est la réactance série du circuit équivalent du résonateur;
Gp est la conductance paralléle du circuit équivalent du résonateur;

Bp est la susceptance du circuit équivalent du résonateur.
2.2.15 Résistance dynamique (R,)

Résistance dans la branche dynamique (série) du circuit équivalent.

2.2.16 Inductance dynamique (L,)

Inductance dans la branche dynamique (série) du circuit équivalent.


https://iecnorm.com/api/?name=d33ac901c1eb7a1de0059b88e0bcc325

1178-1 © IEC: 1993 -19-

2.2.10 Mode of vibration

The pattern of motion in a vibrating body of the individual particles resulting from stresses
applied to the body, the frequency of oscillation and the boundary conditions existing.
The common modes of vibration are:

— flexural;

~ extensional;

— face shear;

-~ thickness shear.

2.2.11 Fundamental crystal unit

A crystJI resonator designed to operate at the lowest order of a given mqde.

- 2.2.12 | Overtone crystal unit

A crystal resonator designed to operate at a higher orde est ofthe given
mode.

2.2.13 | Overtone order

The numbers allotted to the successiyé\overtor ifen n the
ascendipg series of integral numbe i g Wi For
shear apd extensional modes, this overtone i tiple of the fundamental fre-
quency to which the overtone frequen

2.2.14 | Crystal unit equi

The elegtric circuit whick S im ance as the crystal unit in the region qgf the

desired|resonance _and arti-resonanceNrequencies. It is represented by an inductance,

capacitance an in sexies, this\series arm being shunted by the capacifjance
the terming .

parameters of the series branch of inductance,

ystal/unit. The shunt (parallel) capacitance is denoted by

Gp is the equivalent circuit parallel conductance of the resonator;

Bp is the equivalent circuit parallel susceptance of the resonator.

2.2.15 Motional resistance (R,)

The resistance in the motional (series) arm of the equivalent circuit.

2.2.16 Motional inductance (L,)

The inductance in the motional (series) arm of the equivalent circuit.
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I}
00
|
1
o~

I

2.17  Capacité dynamique (C,)

Capacité dans la branche dynamique (série) d

2,18 Capacité statique (C)

conditions
bure.

conditions
pure.

21222 Capatité de charge (C,)

La capacité externe effective associée au résonateur a quartz qui détermine la fréquence
de résonance a la charge f, .

2.2.23 Fréquence de résonance & la charge (f)

Une des deux fréquences du quartz associé a une capacité de charge série ou paralléle,
dans des conditions spécifiées, pour laqueile la combinaison est équivalente a une résis-
tance pure. Cette fréquence est la plus basse des deux fréquences lorsque la capacité de
charge est en série et la plus haute lorsqu’elle est en paraliéle (voir la figure 2).
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2.2.17

The cay

2.2.18

The shynt capacitance in parallel with tha

2.2.19

The lov
which t

2.2.20

The regi

2.2.21

The hig
which t

2.2.22

"

1 = 6= n= o=l e

I C 72193

Figure 1 —Symbol and equivalent electrical
a piezoelectric resonator near a

Motional capacitance (C,)

acitance in the motional (series) arm of the g

Shunt capacitance (C,)

Resonance frequgaucy (f

Load capatitance (C,)

s, at

The effective external capacitance associated with the crystal unit which determines the
load resonance frequency f, .

2.2.23

Load resonance frequency (1, )

One of the two frequencies of a crystal unit in association with a series or with a paraliel
load capacitance, under specified conditions at which the electrical impedance of the
combination is resistive. The load resonance frequency is the lower of the two frequencies
when the load capacitance is in series and the higher when it is in parallel (see figure 2).

hs, at .
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Pour la valeur spécifiée de la capacité de charge C,, ces fréquences sont identiques pour

toutes les applications pratiques et sont données par:

L1C1 (C0 + CL)

i I g
f C,+C, +C,

NOTES

1 Les fréquences définies en 2.2.19, 2.2.21 et 2.2.23 sont données comme les termes les plus utilisés
habituellement. |l y a beaucoup d'autres fréquences associées aux résonateurs a quartz et pour en obtenir

une explication compléte, il convient de consulter la CE| 302.

2 On doit consulter la CE1 302 et la CEl 444-1 lorsque des précisions plus grandes sont exigées ou lors-

des paramétres motionnels d’'un résonateur a quartz).

212.24 Reésistance de résonance a la charge (R))

)

Bsistance du résonateur & quartz en série avec une
qyence de résonance a la charge f, .

NOTE - La valeur de R, est liée a la valeur de R,
vante:

mn N

m_n

que des données secondaires doivent étre dérivées des mesures de fréquenc

r exemp!

e, les valeurs

donnége a la fré-

pression sui-
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For a given value of load capacitance C, these frequencies are identical for all practical
purposes and are given by the expression

Lc, (Co + CL)

1 _onp
f C1+CO+CL

NOTES

1 The frequencies defined in 2.2.19, 2.2.21 and 2.2.23 are listed as being the terms more commonly
used. The frequencies associated with a quartz crystal are numerous and for a full explanation |IEC 302
should be consulted.

2 When higher accuracies are required or secondary data (for example, values of crystal unit motional

parameters) are to be derived from the frequency measurements, IEC 302 and IEC 444-1 should be con-
sulted

2.2.24 | Load resonance resistance (R, )

The resjstance of the crystal unit in series with a stated exte at\the|load
resonarjce frequency f, .
NOTE| - To a close approximation the value of A, is related to va e expression:

2.2.25

The freq

2.2.26

The op¢
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Réactance, Q

Réactance, Q

] % CL Réa ce,

CEI 273193

ré nanan A'and rAen

L0 £ nanco-at
SUTITNVE, U ot L ouTainiov— ot

avec capacité de charge

anoansroco
quonivv o

de résonanc

2.2.27 Décalage de la fréquence de résonance a la charge (Af))
Af = f - f
Sa valeur approximative est:
FCs
2(C,+C)

1
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Reactance, Q

== C
I "L
Reactance, Q (\< -
I — ° ;
D)
+
1 Redctan

1EQ 273193

NOTE
1 The pagitances shown in b) and c) are equal.
2 S¢

resonance frequencies

2.2.27 Load resonance frequency offset (Af )
Af, = f -1

It can be calculated approximately from

fC

Af,

2(C,+C)
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Quand on se sert du décalage de fréquence de résonance & la charge Af, on peut rem-
placer l'indice inférieur L par la valeur réelle de la capacité de charge utilisée (en
picofarads); on écrit ainsi Afy, ou Af,,, par exemple.

2.2.28 Décalage relatif de la fréquence de résonance & la charge (D|)

f-f
DL - L™ '
4
Sa valeur approximative est:
G
D = !
2(C,+C)
Quand on se sert du décalage relatif de la fréquence ¢dé ré Y ge D, on

pdut remplacer I'indice inférieur L par la valeur de la ¢a

Exemple:
D{, pour 30 pF.

2.2.29 Piage de décalage de fréquence (A f,

de fréquence relative (D, | ,)

fL1 - fL2
_ -D

L1 L2

f

Sa valeur approximative est:

C, (CLa- Cuy) |

DL1,L2 =
2(C, +Cp(Cy+ C) l

Pour désigner la valeur de la plage de décalage de fréquence relative entre deux capa-
cités de charge données, par exemple 20 pF et 30 pF, on écrira: D, 4,.
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In usage, the load resonance frequency offset Af_ for a given value of load capacitance
can be written as, for instance, Afy, or Af,, to indicate the actual value of load capacitance
in picofarads involved.

2.2.28 Fractional load resonance frequency offset (D, )

It can be calculated approximately from

C
1

2(C,+C)

D

L

This canl also be written as, for instance, D30 to indicate the Aractio load resorgnce
frequency offset D, with a load capacitance ot 30 pF.

2.2.29 [Frequency pulling range (A f | ,)
Afy po=11
It can be

+Cyp)
This can instance 20 3o Lo indicate the fractional pulling rgnge
between ance '
2.2.30

D D

L1 — FL2

It can be calculated approximately from:

Ci(C- Gy

DL1, L2 =
2 (Co + CL1) ( Co + CL2)

This can be written as, for instance, 020 ao 10 indicate the frequency pulling range
between load capacitances of 20 pF and 30 pF.
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2.2.31 Sensibilité de fréquence relative (S)
aD -C,
= = 2
ac, 2(C,+C)

1178-1 © CEI: 1993

Pour désigner la valeur de la sensibilité de fréquence relative pour une capacité de charge

donnee, par exemple 30 pF, on écrira: Sy,

2.2.32 Gamme de températures de fonctionnement

ré i

Gamme de températures de fonctionnement mesurées sur I'enveloppe dans laquelle le

‘g5 L
CIIICTS.

2|12.33 Gamme de températures de service

dgégradation permanente.

2|2.34 Gamme de températures de stockage

Températures minimales et maximales
résonateur peut étre stocké sans détériora

2|2.35 Température de référence

T
e
le

niveaut~d'e

r a quartz
bit pas de

xquelles le

vartz sont
érence est
pbnateurs 2
+ 2 °C.

s'exprimer

nditions du

citation sur la résistance de résonance du résonateur. Ce pargmetre peut

d’excitation

sfexprimer définissant le rapport de résistance entre deux niveaux
spécifiés L e rapport est représenté comme suit:

Rr1

Rz

ol
R, est la résistance au niveau d'excitation le plus bas

R,, est la résistance au niveau d'excitation le plus haut
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2.2.31 Pulling sensitivity (S)

d D, -C,

dac, 2(C,+C)°

S =

m

This can be written as, for instance, S, to indicate the pulling sensitivity at a load capa-
citance of 30 pF.

2.2.32 Operating temperature range

The range of temperatures as measured on the enclosure, over which the crystal unit shall
be within-the—spetified-tolerances:

2.2.33 |Operable temperature range

it will

The raniie of temperatures as measured on the enclosure overn
ified

not sus
tolerances.

2.2.34 |Storage temperature range

The mi
crystal

the

2.2.35
The tem bera-

For nonj

2.2.36

A meas d upon the crystal unit. This may be expresse¢d in
terms of p

2.2.37

Drive le

resona z

the ratiq of resistan
expression:

the

¢ between two specified drive levels. This ratio is represented by the

Rr1

Rr2

where
R,, is the resistance at the lower level of drive

R, is the resistance at the higher level of drive
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2.2.38 Réponse indésirable

Fréquence de résonance d'un résonateur autre que la fréquence associée & la fréquence
de fonctionnement.

2.2.39 Tolérance de fréquence

Ecart maximal autorisé de la fréquence de fonctionnement di a une cause spécifiée ou a
une combinaison dee causes. La tolérance de fréquence s’exprime habituellement en mil-
lioniémes (1 x 107") de la fréquence nominale.

NOTE - Les tolérances employées normalement sont:

~  écart de la fréquence nominale a la température de référence dans des conditions spécifiées;

— écart dans la gamme de températures de la fréquence & la température de référehce spécjfiée;
— écart en fonction du vieillissement dans des conditions spécifiées;
— . écart de la fréquence nominale di & toutes causes (tolérance totale
2.8 Valeurs et caractéristiques préférentielles
De préférence, il convient de choisir les valeurs p uivants
2. pourwyfonctionnement
- =10 a4 +60
- -10 a +50
- 0a+60
- 0a+50
- +5 a +55
- +10 & +40
- +15 a +50
2 élevées en degrés Celsius (°C) convenant pour un
75+5
805
855
213.3 (" Tolérange de fréquence (1 x 10'6)
200 +25 7,5
+100 +20 15
+50 +15 4
140 10 2.5
+30 ‘ +1

2.3.4 Conditions de fonctionnement
Capacité de charge 10 pF
Capacité de charge 15 pF
Capacité de charge 20 pF
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2.2.38 Unwanted response

A state of resonance of a crystal resonator other than that associated with
frequency.

2.2.39 Frequency tolerance

The maximum permissible deviation of the working frequency due to a specifi

the working

ed cause or

a combination of causes. The frequency tolerance is usually stated in parts per million

(1 x 10'6) of the nominal frequency.

NOTE - The tolerances normally used are as follows:

— deviation from nominal frequency at the reference temperature under specified condition

s,

— de}iation over the temperature range from the frequency at the specified reference temperature;
— deyiation as a result of ageing under specified conditions;
- deyiation from nominal frequency due to all causes (overall tolerance).
2.3 Preferred ratings and characteristics
Values should preferably be chosen from the following pars
2.3.1  Temperature ranges in degrees Celsius (°C) suité 2 operation
-55 to + -10 to[+60
-55to + -10 to[+50
-55 10 + 0 to|+60
-55 to + 0 to|+50
—40 to + +5 to|+55
-40 to + +10 to|+40
-40 to + +15 to|+50
-40 to +
232 €k Z edNiINgégrees Celsius (°C) suitable for oven control
755
805
855
2.3.3 Frequency -6
+200 +25 +7,5
+100 120 5
50 +15 +4
+40 +10 12,5
+30 +1

2.3.4 Circuit conditions
10 pF load capacitance
15 pF load capacitance
20 pF load capacitance
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Capacité de charge 30 pF
Capacité de charge 50 pF
Résonance série.

2.3.5 Niveaux d’excitation
- Cisyaillement d’'épaisseur/AT:
Courant, en pA
150
200

OB

1000

2 000
Puissance, en uW

1

10

100

500
— Flexion et cisaillement plan:
Courant, en pA
100
200
— Extension:

Courant, en
500

i@o
2B.6 /nﬂ@i u
AN

mn dMnance Rapport de résistance
RH
Q
Rr2
<5

2,2
§ a0 20
10 a 20 1,8
20 a 35 1,6
35 a 50 13

>50 1,2
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30 pF load capacitance
50 pF load capacitance
Series resonance.

2.3.5 Levels of drive
— Thickness shear/AT:
Current, in pA
150
200

~33 -

1000
2000
ower, in uW
1
10
100
500
— Hlexure and face shear:

n ]

(@]

urrent, in pA
100
200

-~ Bxtensional:

O

urrent, in pA
500

1 0000
Drive lev@e\ ndenc
AN

2.3.6

§§®

so ﬁre 'staM Resistance ratio
o s
R
<5 2.2
5 to 10 2,0
10 to 20 1,8
20 to 35 1,5
35 to 50 1,3
>50 1,2
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2.3.7 Catégorie climatique
55/105/56

Pour les besoins lorsque la gamme de températures du résonateur s'étend au-dela de
-55 °C a 105 °C, une catégorie climatique cohérente avec la gamme de températures de
fonctionnement doit étre spécifiée.

2.3.8 Niveau de secousses

4 000 + 10 secousses a 390 m/s? d’accélération créte dans chaque direction le long des
trois axes perpendiculaires (voir 4.8.6).

Dyrée d'impulsion 6 ms.

2.8.9 Niveau de vibration

10(Hz a 55 Hz
0,75 mm de déplacement
(valeur créte)

55|Hz 4 500 Hz

ou|55 Hz 4 2 000 Hz
081 m/s? d’accélération
(valeur créte)

10|Hz 4 55 Hz
1,5 mm de déplacement
(valeur créte)

85|Hz a2 000 H
196,2 m/s2 d’accelé

(valeur crét
Sévérités d:% :

réte pour une durée de 6 ms; trois chocs dans chaque direction
axes perpendiculaires (voir 4.8.8), I'impulsion demi-sinusgidale sauf
dans la spécification particuliére.

oo

ion(contrai

28441, Taux de fuite

1072 Pa cm®/s (108 mbar I/s).

2.4 Marquage

2.4.1 Les informations données pour le marquage sont sélectionnées de la liste suivante;
importance relative de chaque donnée est indiquée par sa position dans la liste:

1) désignation du type comme défini dans la spécification particuliére;
2) fréquence nominale en kHz ou MHz;


https://iecnorm.com/api/?name=d33ac901c1eb7a1de0059b88e0bcc325

1178-1 © IEC: 1993 -35-

2.3.7 Climatic category
55/105/56

For requirements where the operating temperature range of the crystal unit is greater than
-55 °C to +105 °C, a climatic category consistent with the operating temperature range
shall be specified.

2.3.8 Bump severity

4 000 £ 10 bumps at 390 m/s? peak acceleration in each direction along three mutually
perpendicular axes (see 4.8.6).

Pulse duration 6 ms.

2.3.9 ibration severity

10 Hz to 55 Hz
0,75 mm|displacement amplitude
(peak value)

55 Hz to (500 Hz

or 55 Hz >to 2 000 Hz

98,1 m/s[ acceleration amplitude
(peak value)

10 Hz to |55 Hz
1,5 mm displacement amplitude
(peak value)

ach of three mutually
wlar axes at 1 octave/min

55 Hz t0]2 000 Hz
196,2 m 52 acceleratio

(peak value) @ '
Random |vibration i{he

2.3.10

981 m/sf hree
mutually] p the
detail splecifi

2.3.11 |Leak rate

1072 Pa cm®/s (10~ mbar Vs).

2.4 Marking

2.4.1 The information given in the marking is selected from the following list; the relative
importance of each item is indicated by its position in the list:

1) type designation as defined in the detai! specification;
2) nominal frequency in kHz or MHz;
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3) année et semaine de fabrication (quatre chiffres);

4) code d’identification d’usine;

5) nom du fabricant ou marque commerciale;

6) marque de conformité (& moins qu’'un certificat de conformité ne soit utilisé).
2.4.2 Le résonateur a quartz doit étre clairement marqué des données figurant en 1), 2)
et 3) ci-dessus, et du plus grand nombre possible d’autres, si cela est considéré comme

nécessaire. Toute duplication d'information dans le marquage du résonateur doit étre
évitée.

Lorsque la surface dlsponnble des enveloppes de résonateurs miniatures impose des

limi dgivent étre
do

2.4.3 L‘émballage primaire contenant le ou les résonateurs<doit & at marqué
avec toutes les informations répertoriées en 2.4.1.

2.4.4 Tout marquage complémentaire doit étre appliqué \enNévitant\toute pogsibilité de

copfusion.

3 | Procédures d’assurance de la qualité

Il |existe deux méthodes pour
I’nbmologation et agrément de save

é des résonateurs (4 quartz:

Sglon 11.1.1 de 13
de la lame de quar

NOTE - "
polissage, grdvufe, he

He surface

tes: rodage,

s en vue de I'homologation, de I'agrément de savoir-faire et du
i}é de la qualité doit étre prescrite dans la spécification intermédiaire

Les procédures doivent étre en conformité avec 11.1.2 de la CEl QC 001002,

Cependant la finition de surface de la lame de quartz et tous les processus de fabrication
qui suivent doivent étre effectués par le fabricant auquel Fagrément a été accordé.

3.4 Agrément de fabricant

Pour obtenir cet agrément, le fabricant doit satisfaire aux exigences de 10.2 de la CEl
QC 001002.
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3) year and week (four digits) of manufacture;
4) factory identification code;
5) manufacturer’s name or trade mark;
6) mark of conformity (unless a certificate of conformity is used).
2.4.2 The crystal units shall be clearly marked with 1), 2) and 3) above and with as many

as possible of the remaining items as is considered necessary. Any duplication of informa-
tion in the marking on the crystal unit should be avoided.

Where the available surface area of miniature crystal enclosures imposes practical limits
on the amount of marking, instructions on the marking to be applied shall be given in the
detail sgecification.

2.4.3 The primary package containing the crystal unit(s) shall be ¢ i{h all

the information listed in 2.4.1.

2.4.4 Any additional marking shall be so applied that no con

3 Quality assessment procedures

Two meathods are available for the a ‘ cr Ly ality.
They arg 3

3.1  Primary stage of manufacture

In accofndance with 11.1. ’ Q1Y Qrjr i final
surface [finishing of thefx eme

NOTH - The fin rface g of the rys al element could be any of the foliowing operations: lapping;
polishing; etchin \ z > >

32 S

The gro
capabilif
sectiong

oval,
bvant

33 S

These procedures shall be in accordance with 11.1.2 of IEC QC 001002.

However, the final surface finishing of the crystal elements and all subsequent processes
shall be carried out by the manufacturer to whom approval has been granted.

3.4 Manufacturer’s approval

To obtain manufacturer’s approval the manufacturer shall meet the requirements of 10.2 of
IEC QC 001002.
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3.5 Procédures d’agrément

3.5.1 Généralités
Pour I'assurance de qualité des résonateurs & quartz, on peut utiliser soit I'agrément de

savoir-faire, soit 'homologation. Ces procédures doivent étre conformes a celles stipulées
dans la CEI QC 001001 et 1a CEl QC 001002.

3.5.2 Agrément de savoir-faire

L’agrément de savoir-faire est approprié lorsque des résonateurs a quartz associables
basés sur des régles de conception communes sont fabriqués selon un groupe de pro-

cédés de fabrication communs.
i N rticulidres

La spécification particuliére doit étre établie pour ch s § avpc l'accord
de I'ONS. Elie doit identifier le but du CQC et incf s gs\Nniveaux de contraintes et
limites d'essai le concernant.

DJms le cadre de I'agrément de savoir-faire, trois catégories de
peuvent étre mises en oeuvre.

2) Pour les produits sur catalogue

e e proposé
atiopy particuliére doit étrg écrite en
adre. De telles spécifications doivent étre
gtre introduit dans la CEI QC 001005:

Le cont{g& : ication” particuliére doit étre établi par accord entre {e fabricant
et le cli s

plémentaires sur les spécifications particuliéfes dans la
178-2.

posants pour agrément de savoir-faire (CQC) subissent le$ essais en
cgrbinaig 3 I'agrément accordé & une entreprise sur la base des régles de
concepti idées, processus de fabrication et procédures de contréle fde qualité,
commepre » en 3.6 et dans la spécification intermédiaire CEl 1178-2.

gy o fom g n $ 0 m g

2 Jod.
e TIvTiiivivygauuuis

L’homologation est appropriée pour les composants fabriqués selon une conception
normalisée et un processus de fabrication établi, conformément a une spécification
particuliére publiée.

Le programme d’essais défini dans la spécification particuliére pour un niveau de sévérité
et une assurance de qualité appropriée s’applique directement au résonateur & homo-
loguer comme prescrit en 3.7 et dans la spécification intermédiaire CEIl 1178-3.
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3.5 Approval procedures

3.5.1 General
To qualify a quartz crystal unit, either capability approval or qualification approval proce-

dures may be used. These procedures conform to those stated in IEC QC 001001 and IEC
QC 001002.

3.5.2 Capability approval

Capability approval is appropriate when structurally similar quartz crystal units based on
common design rules, are fabricated, by a group of common processes.

Under cgpability approval detail specifications fall into the following thr.

1) Capability qualifying components (CQCs)

A dethpil specification shall be pre'pared for each CQC a shall

2) Standard catalogue items

When a component covered by th 3 : edure is intended t¢ be
offerdd as a standard catalogue item pecifisation/complying with the blank
detail| specification shall be written. Su¢ » ECQ
and t

3) Culstom built quar
The gontent o
manufacturer

Further stail\specifisations is contained in the sectional specification
IEC 117

the

The pro alifying components (CQCs) are tested in combination| and
approva acturing facility on the basis of validated design rules, processes
and qudli 9 edures. Further information is given in 3.6 and in the sectjonal
specific

3.5.3 Qualificationapproval

Qualification approval is appropriate for components manufactured to a standard design
and established production process and conforming to a published detail specification.

The programme of tests defined in the detail specification for the appropriate assessment
and severity level applies directly to the quartz crystal unit to be qualified, as prescribed in
3.7 and the sectional specification IEC 1178-3.
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3.6 Procédures pour I'agrément de savoir-faire
3.6.1 Généralités

Les procédures pour lagrément de savoir-faire doivent étre conformes a la CEl
QC 001002.

3.6.2 Aptitude a I'agrément de savoir-faire

Le fabricant doit satisfaire aux exigences de 11.1 de la CElI QC 001002 et & celles liées a
I'étape initiale de fabrication définie en 3.1 de cette spécification générique.

3.6.3 Demande d’agrément de savoir-faire

POlJI’ obtenir 'agrément de savoir-faire le fabricant doit appliquer lag régles.dé plrocédures

détinies en 11.7 de la CEI QC 001002.

3.6.4 Obtention de I'agrément de savoir-faire

L'dgrément de savoir-faire doit étre accordé a un

2 Bdures en
conhformité avec 11.7 de la CElI QC 001002 ont été effe

3.6.5 Manuel de savoir-faire

Le ) pences de
la s \ - irfaire est un document confidentiel et
do er tout ou

o jéfinies en
11.2'de la CElI QC 001002.

3.7.4 Obtention de 'homologation

L'homologation doit étre accordée lorsque les procédures en conformité avec 11.3 de la
CEI QC 001002 ont été effectuées avec succés.

3.7.5 Contréle de conformité de la qualité

Les files d’essai pour le contréle de conformité de la qualité doivent étre prescrites dans la
spécification particuliére-cadre associée a la spécitication intermédiaire.
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3.6  Procedures for capability approval

3.6.1 General

The procedures for capability approval shall be in accordance with IEC QC 001002.

3.6.2 Eligibility for capability approval

“The manufacturer shall comply with the requirements of 11.1 of IEC QC 001002 and the
primary stage of manufacture as defined in 3.1 of this generic specification.

3.6.3 Application for capability approval

In order{to obtain capability approval the manufacturer shall apply the pules o rocedure

given in[11.7 of IEC QC 001002.

3.6.4 (Granting of capability approval

Capability approval shall be granted when the procedures jn IEC
QC 001002 have been successfully completed.

3.6.5 [Capability manual

The contents of the capability manual s i a Wi f the
sectiong : ntial
docume rty.

3.71

The pro be in accordance with IEC QC 001002
3.7.2

The ma the requirements of 11.1 of IEC QC 001002 angd the
primary defined in 3.1 of this generic specification.

3.7.3 s Q alification approval

In order i afification approval the manufacturer shail apply the procedures given

in 11.2 pt4EC QC 001002.

3.7.4 Granting of qualification approval

Qualification approval shall be granted when the procedures in accordance with 11.3 of
IEC QC 001002 have been successfully completed.

3.7.5 Quality conformance inspection

The blank detail specification associated with the sectional specification shall prescribe
the test schedule for quality conformance inspection.


https://iecnorm.com/api/?name=d33ac901c1eb7a1de0059b88e0bcc325

-42 - 1178-1 © CEI: 1993

3.8 Méthodes d’essai
Les méthodes d'essai a utiliser doivent étre choisies dans la spécification générique. Au

cas oU un essai prescrit ne s'y trouverait pas, il est nécessaire de le définir dans la
spécification particuliére.

3.9 Exigences de sélection

Quand la sélection par le client est requise, cela doit étre spécifié dans la spécification
particuliere.

3.10 Travaux de retouche et de réparation

3.10.1 Retouche

Lajretouche est Ia correction d’'un défaut d0 a une erreur dans |e

elle ne doit pas étre effectuée si la spécification intermédiai i
intermédiaire doit indiquer s’il y a une restriction quant au
peut étre effectuée sur un composant spécifique.

retouche

Tolite retouche doit étre effectuée avant la formati 58 , de ble | enté pour
I'ey i

Les procédures de retouche doive entieré ite ents con-
cefnés du fabricant et doivent éfre effe i ontréleur.

La|sous-traitance des retouches n’est pas @

3.10.2 Réparation

La| réparation est la\corregti 5 raison au
client.

Lep comp
sentatifs de & proxc

¢ peuvent plus étre considérés comme éfant repré-
t et sont exclus du systéme IECQ.

e”14 de la CEl QC 001002 s’appliquent. Lorsque lef rapports
RCE) sont exigés dans la spécification intermédiaire pour
demandés par le client, les résultats des essais spécifies doivent

3.12\ Livraison différée

Les résonateurs a quartz conservés au-dela de deux ans aprés avoir été acceptés doivent
subir & nouveau les essais électriques détaillés en 4.7.1 et 4.7.3 et inclure un échantilion
essayé comme indiqué au point 1) de 4.8.3 avant de pouvoir étre livrés.

3.13 Acceptation pour livraison

Les résonateurs & quartz doivent étre acceptés en conformité avec 12.5 de la CEl
QC 001002.
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3.8 Test procedures

The test procedures to be used shall be selected from this generic specification. If any
required test is not included then it shall be defined in the detail specification.

3.9 Screening requirements

Where screening is required by the customer for quartz crystal units this shall be specified
in the detail specification.

3.10 Rework and repair work

3.10.1 Rework

Rework|is the rectification of processing errors and shall not be carrig
the se:rtronal specification. The sectional specification shall state if
the number of occasions that rework may take place on a specifis

by the n
Sub-cor

ctor.

3.10.2

Repair \

manufa

311

cords
bsted

3.12 Delayed delivery

Crystal units held for a period exceeding two years following acceptance inspection shall
be reinspected for the electrical tests detailed in 4.7.1 and 4.7.3, with a sample tested as
described. in item 1) of 4.8.3, prior to release.

3.13 Release for delivery

Quartz crystal units shall be released in accordance with 12.5 of IEC QC 001002.
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3.14 Parametres non destinés au contréle

Seuls les paramétres d'un composant, spécifiés dans la spécification particuliére et qui
ont été vérifiés, peuvent étre considérés comme étant dans les limites spécifiées. On ne
peut assurer qu’un parameétre non spécifié restera inchangé d'un composant & un autre.
S’il apparait nécessaire, pour une raison quelconque, qu'un parameétre supplémentaire
soit vérifié, une nouvelle spécification, élargie, doit étre utilisée. Les méthodes d'essai
complémentaires doivent étre entiérement décrites et les limites appropriées, NQA et
niveau de contréle spécifiés.

4 Procédures d’essai et de mesure

4.1 Géneralites
Les procédures d'essai et de mesure doivent étre effectuées en cNé avec la

spgcification particuliére applicable.

4.2 Autres méthodes d’essai

Lj‘s mesures doivent étre de préférence réalisées suiva \ spécifi¢es. Toute
autre méthode, donnant des résultats équivalepfs, peut étfe utilisée, sauf en cas de dés-
aceord.

NOTE - «Equivalent» signifie que Aa 3 tique,> obtenue par une tglle méthode
correspond, aux tolérances spécifiée : & 5

4.8 Précision de mesure

¢ sont les valeurs vraies. Les J\cenitudes

de I'examen des résultats. Les précautions
sont prises pour fé erreurs de mesure.

4.

Sé es.gssais doivent étre effectués sous conditions jatmosphé-
rig ¢ en 5.3 de la CEl 68-1.

15°Ca35°C
45% a75 % 7
86 kPa a 106 kPa (860 mbar a 1 060 mbar)

cas.de litige; les conditions de référence sont:

Température 25°C +£1°C
Humidité relative 48 % a 52 %
Pression atmosphérique 86 kPa a 106 kPa (860 mbar a 1 060 mbar)

Avant d'effectuer les mesures, les résonateurs & quartz doivent étre stockés a la

température de mesure pendant le temps suffisant pour que la lame de quartz ait atteint
cette température.

Les conditions de reprise et les conditions normales pour le séchage sont données en 5.4
de la CEI 68-1.
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3.14 Unchecked parameters

Only those parameters of a component which have been specified in a detail specification
and which were subject to testing can be assumed to be within the specified limits. It
should not be assumed that any parameter not specified will remain unchanged from one
component to another. Should it be necessary for further parameters to be controlied, then
a new, more extensive, detail specification should be used. Any additional test method(s)
shall be fully described and appropriate limits, AQLs and inspection levels specified.

4 Test and measurement procedures

41 G

/]
T

The test and measurement procedures shall be carried out in accordanice wi
detail specification.

Mevant

Measurgments shall preferably be carried out using the i pecifigd. Any pther
method|giving equivalent results may be used except i

4.2 Alternative test methods

NOTH - By "equivalent” it is meant that the\value of.the cha i8 j ethod
falls within the specified limits when mea b s

4.3 Precision of measurement

The limjts given in detail 5 alues shall
be taken into account when e g { i duce
measurgment errors tong

4.4 Standard

Unless
conditig

heric

Tem 15 °Cto 35 °C
45 % t0 75 %

Air pre 86 kPa to 106 kPa (860 mbar to 1 060 njbar)

In case|of dispute;the referee conditions are:

Temperature 25 CT1°C
Relative humidity 48 % to 52 %
Air pressure 86 kPa to 106 kPa (860 mbar to 1 060 mbar)

Before measurements are made, the crystal units shall be stored at the measuring
temperature for a time sufficient to allow the crystal resonator to reach this temperature.

Controlled recovery conditions and standard conditions for assisted drying are given in 5.4
of IEC 68-1.
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La température ambiante relevée pendant les mesures doit étre enregistrée et consignée
dans le rapport d’essai.

4.5 Inspection visuelle

Sauf spécification contraire, I'inspection visuelle externe doit étre faite dans les conditions
normales d’éclairage et de vision du laboratoire.

4.5.1 Inspection visuelle essai A

Le résonateur doit étre examiné a I'oeil nu, pour vérifier que sa fabrication et sa finition
sont satisfaisants. Le marquage doit étre lisible.

4.5.2 Inspection visuelle essai B

Ld résonateur doit étre examiné sous un appareil d'optique de
ddit pas constater de félure dans le verre, ni de dégradatiof
sur le bord d’'un ménisque n’est pas considérée comme upe

rossissement |10. On ne
s sarties. Une écaille

4.5.3 Inspection visuelle essai C

Lg résonateur doit étre examiné a I'oeil nu; on re doitx corrosion,
oy isible.

4.
4.

L t des sorties doivent étre contrdlés, en
ut ible g i spécifjés dans la CEl 122-3. Les dimensions,
I'e i e-conformes aux valeurs spécifiées.

esurées et conformes aux valeurs spécitiées. Les dimen-
3 | 122-3 ainsi que la procédure de mesurage applicable ou
pécification particuliére.

Shufvindication contraire dans la spécification particuliére, les mesures doiveni étre faites
4 25 °C t 2 °C pour les résonateurs a température non contr6lée ou au point milieu de la
gamme de températures, & 1 °C prés, pour les résonateurs a température contrélée.

La fréquence et la résistance de résonance du résonateur doivent étre mesurées suivant
les conditions indiquées dans la spécification particuliére, et doivent se situer dans les
limites spécifiées.

NOTE - Les méthodes de mesure préférentielles sont décrites dans la CEl 444-1, la CEl 444-2, la
CEl 444-3, la CE| 444-4 et la CE| 302 selon la fréquence du résonateur a quartz & mesurer. Toute autre
méthode de mesure peut étre utilisée, & condition de prouver que les résultats obtenus se corrélent avec
ceux obtenus par I'une des méthodes préférentielles.
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The ambient temperature during the measurements shall be recorded and stated in the
test report.

4.5 Visual inspection

Unless otherwise specified, external visual examination shall be performed under normal
factory lighting and visual conditions.

451 Visual TestA

The crystal unit shall be visually examined to ensure that the condition, workmanship and
finish are satisfactory. The marking shall be legible.

4.5.2 |Visual TestB

The cnystal unit shall be visually examined under x10 magnificatién.
cracks in the glass or damage to the terminations. Minute flacking a
of a mehpiscus shall not be considered a crack.

453 |Visual TestC

The crystal unit shall be visually examined. There g - or other deterio-
ration li

4.6 Dfjmensioning and gauging procedures
4.6.1 |Dimensions, Test A
The dimensions, spacin

appropfliate, using the
ment shall comply wit

Dimensio;;, €

46.2

The di g and they shall comply with the specified values.
Dimen{ 3 secitiedin' [ 22 briate
orass

4.7 Efe

4.7 .1

Unless igd out
at 25 °C + 2 °C for non-temperature controlled crystal units; or at the mid-point of the
temperature range 1 °C for temperature controlied units.

The frequency and resonance resistance of the crystal unit shall be measured under the
conditions stated in the detail specification and be within the specified limits.

NOTE - Preferred methods of measurement are described in IEC 444-1, IEC 444-2, IEC 444-3, |IEC 444-4
and IEC 302 depending on the frequency of the crystal unit under test. Any other measurement method
may be used provided the results correlate with those obtained using the preferred methods.
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4.7.2 Influence du niveau d’excitation

Il est important, lorsqu’un essai d’influence du niveau d’excitation est spécifié, que celui-ci
soit effectué au moins cing jours aprés le dernier essai électrique sur fe résonateur a
quartz.

Les mesures spécifiées en 4.7.1 doivent étre effectuées a deux niveaux d'excitation
donnés. Celles-ci sont normalement & un niveau bas d'excitation, suivi d’'un niveau haut.
Sauf indication contraire, le niveau bas ne doit pas étre supérieur a 50 pA et le niveau
haut ne doit pas étre inférieur & 1 000 pA. Le changement de la résistance de résonance
ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans la spécification particuliére.

température
imimum de la

gamme de températures de fonctionnement, ou ~30 °C (en choisissant |a asse d’entre

elles).

iqué dans

Le niveau d’excitation et la capacité de charge doiven
- it pas effectuer de

la
ré

Ej

A 3 pératures de fonctionnement,
la eur a quartz (voir 4.7|1) doivent
ét ures de fonctionnement, au moins tous

le a chaque
m

Le : vitesse de
ch : e SOit telle que les mesures obtenues suivant cette méthode
ot . "

Le

ES

L3 C a+20°C
pendan min. Pendant cet essai, la fréquence et la résistance de |résonance
(vpir 47 ant étre mesurées de —10 °C ou moins, a4 +20 °C pour assurer lps lectures
Cd

doit pas se produire de variations discontinues de la fréquence [et/ou de la
i inui ! istance m gvidence la

NOTE - La présence d'humidité ne peut étre vérifiée que par un changement positif de la température.

4.7.4 Réponses indésirables

La fréquence doit &tre balayée suivant la gamme définie dans la spécification particuliére,
et on vérifie la résistance du résonateur au niveau d'excitation défini par la spécification
particuliére pour la réponse principale.
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4.7.2 Drive level dependency

It is important that when a drive level dependency test is specified, this test shall be
carried out at least five days after any previous activation of the crystal unit.

Measurements specified in 4.7.1 shall be carried out at two specified drive levels. These
are normally at a specified low level of drive followed by a high level of drive. Unless other-
wise specified, the low level shall be not more than 50 pA and the upper leve! not less
than 1 000 pA. The change of resonance resistance shall not exceed the limit specified in
the detail specification.

4.7.3 Frequency and resonance resistance as a function of temperature

mpera-
ture, [and is started at the lower extreme of the operating temperature range or. ~whi g is the
lowet.
The leel of drive and load capacitance shall be set at the | : ail tecifi-
cation, [at the reference temperature. No subsequent adju g test
equipment during the tests.
Test A
Starting with the crystal unit at ar , the

frequency and resonance resistance X casured over the spgcified

The crystal unit may k underxeonditigns of continuously varying temperature,
providgd that tests < t wi e”chosen rate of change of tempernature,
the results obt d ly with those from a stepped variatjon of
temperature.

The crystal unit gha ithin cified limits during this test.

Test B
The tef beriod .
(see
uous
Such

NOTE - The presence of moisture can be verified only by a positive temperature change.

4.7.4 Unwanted responses

The frequency shall be scanned over the range stated in the detail specification while
monitoring the resistance of the crystal unit at the drive level stated in the detail specifica-
tion for the main response.
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Le rapport entre la résistance de résonance de toute réponse indésirable et la résistance
a la fréquence de résonance désirée ne doit pas étre inférieur a la valeur spécifiée dans la
spécification particuliere. Ou bien, la résistance de résonance des réponses indésirables
doit étre supérieure a celle spécifiée dans la spécification particuliére.

4.7.5 Capacité paralléle

La capacité paralléle C, (voir figure 1) doit étre mesurée a une fréquence inférieure a la
fréquence de résonance du composant, a laquelle il n'y a pas de réponse d'oscillation.
L'enveloppe, si elle est métallique, doit étre reliée & la masse, sauf indication contraire
dans la spécification particuliére.

NOTE - Il n'y a pas de méthode directe pour mesurer avec précision C .

Cependant, pratiquement
effe~gdes g valeurs de
quence de
éponse.

b de remar-

C, est la capacité paralléle entre les deux électrodes du résonateur 2a
i ghts pour de

huer que la capacité entre chacune des électrodes et la masse
hombreuses applications dans les réseaux de la commande de la f

p tripdle, et
rcuit ouvert
les.

L'e e dans la
spécification particuliére, pendart toutes 2 les para-
m en verre
doi

4.7.6 Fréquence el résistan

Les méthodes d’ i ures_de fréquence et de résistance a la charge, sont
décrites dans la A

4.71.7 Plag

L’icart pacité de
charge gterminé par {a méthode décrite dans la CE|l 444-4, ou toute
autre 2 corrélation correcte sur les valeurs de fréquence, gompatible
avee'ls

Leg.méthodes d’essais pour les parameétres dynamiques sont décrites dans la CEl 444-1

4.7.9 Résistance d’isolement

Sauf indication contraire dans la spécification particuliére, la résistance d'isolement doit
étre mesurée avec une tension continue de 100 V + 15 V appliquée pendant 60 s ou
moins si la mesure est stable entre:

-~ les sorties isolées de I'enveloppe;

- les sorties isolées reliées entre elles, et les parties métalliques éventuelles de
I'enveloppe.
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The ratio of the resonance resistance of any unwanted response to that of the response at
the desired resonance frequency shall not be less than the value stated in the detail
specification. Alternatively, the resonance resistance of unwanted responses shall be
greater than the value stated in the detail specification.

4.7.5 Shunt capacitance

The shunt capacitance C, (see figure 1) shall be measured at a frequency below the
fundamental resonance frequency of the unit, at which the unit shows no oscillation
response. The enclosure (if metal) shall be earthed, unless otherwise stated in the detail
specification.

NOTE - There is no direct method for measurlng c, precnsely However, in nearly all practlcal cases it is

equi-
dista t above and below the resonance frequency f, and sufflclently removed from hce to
be independent of any response.
C_ is the shunt capacitance between the two electrodes of the resonator but i{s shotld be\poi t that
the capacitances of both the electrodes to earth are important elements ji ency
contrgdl applications.
Therefore, in the general case, it is necessary to consider the crystg 'k and
to evaluate C  and the stray capacitances of the two electrode circuit
measlirements according to the technique customarily employed wr
The cry 7 Hetail
specific 3 S ired for evaluation of the
resonat 3 with
metal shi
4.7.6
Test mpthods for theymea ‘ ance
resistar i
4.7.7
The dif Capa-
citance e method described in IEC 444-4 or any alternative
method ation to a degree consistent with the accuracy requireq.
4.7.8
Test methods for the’measurement of motional parameters are described in IEC 444-/1 and
IEC 444-2

4.7.9 Insulation resistance

Unless otherwise stated in the detail specification, the insulation resistance shall be
measured with a d.c. voltage of 100 V + 15 V for 60 s or less if a stable reading is
achieved, applied between:

- terminations isolated from the case;
— isolated terminations connected together and metal parts of the case, if any.
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La résistance d’isolement ne doit pas étre inférieure a2 500 MQ.

NOTE - Lors de I'exécution de cet essai, il convient de faire trés attention de s'assurer qu'aucune humi-
dité ne subsiste au sein de I'enveloppe d’'un essai précédent.

4.8 Méthodes d’essai mécaniques et en environnement

4.8.1 Robustesse des sorties (destructif)
1) Essai de traction et poussée des sorties

L'essai doit étre effectué suivant les essais Ua, (traction) et Ua, (poussée) de la CEl
68-2-21.

W

- pour une broche (enfichable): 20 N en poussant;
— pour une broche (enfichable): 20 N en tirant;
— pour un fil (a braser): - 10 N entiran

2) Pliage sur les sorties par fil
L'essai doit étre effectué suivant I'essai Ub

rois fois le
N.
3) Essai de pliage (pour les b
SON ié. Utiliser
I'outil de pliagedéutit i gorge des

sorties.
NOTE - Pour s’assiye

avec deu Qus P
de la gorge de

rge, une cale
qu’'une partie

un pliage a
r revenir a
ns chaque

Cet essai doit étre effectué suivant la procédure décrite dans la CEIl 68-2-17, essai Qc,
méthode 1 ou 2.

Méthode 1

Le liquide doit étre de I'eau dégazée et la pression de l'air & la surface de I'eau doit
étre de 8,5 kPa (85 mbar) ou moins, et il n’est pas nécessaire de retirer les échan-
tillons de I'eau avant de casser le vide.


https://iecnorm.com/api/?name=d33ac901c1eb7a1de0059b88e0bcc325

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

